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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocné;jsi

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Cilem prace je srovnani vlastnosti novych typu SiC tranzistort s klasickymi zaloZzenymi na Si. Autor vyuziva
komerénich produkti STM a vlastnosti prezentuje na DC-DC méniéi. Vzhledem k nutnosti provedeni velkého

vevs

mnoistvi testd a nasledné analyze vysledkl povaZuji zadani za naroénéjsi.

Spinéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splfiuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Dle zavért se autorovi povedlo velmi dobfe prezentovat vyhody nové technologie a zadani povazuji za
spinéné bez vyhrad.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani prace A - vyborné

Posudte, zda byl student béhem reseni aktivni, zda dodrZoval dohodnuté terminy, jestli své feseni pribézné konzultoval a
zda byl na konzultace dostatecné pripraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvirci prdce.

Vzhledem k tomu, Ze prace byla po vétSinu ¢asu feSena v komerénim prostredi, kde autor mohl vyuZit vSech testovacich
prostiedkd, dokazal autor velmi efektivné ziskat potfebné informace a nastudoval postupy, které vedly ke zdarnému cili.
Se mnou byla prace pribézné konzultovana a odborné a z hlediska postupu v podstaté nepotrebovala vyraznych korekci.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte uroveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Autorovi se velmi dobre podafilo v vodnich kapitolach popsat zakladni principy ukazkového DC-DC ménice, ve ktrerém
testoval oba typy tranzistor(, fesil hlavni problémy souvisejici se spinanim a vypinanim zatéze, vénoval se ztratam a jejich
minimalizaci, provadéné simulace prekracuji svym rozsahem obvyklé testy. Zavérecné srovnani z hlediska rychlosti spinani,
ztrat, z toho plynouci efektivity vyborné dokresluje rozdily mezi SiC a Si MOSFET. Autor se vénuje i impulznimu zatéZzovani
a resi kratkodobé pretézovani struktury.

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace A - vyborné

Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zdpist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Prace je psdna v anglickém jazyce, coz vzhledem k aplikacni oblasti a mistu vzniku je pochopitelné. K jazykové strance
nemam vyhrady. Sem tam autor sklouzava k vypravné formeé popisu chovani obvodu, neni to ovsem na ukor pochopeni
nebo prehlednosti textu. Prace vykazuje drobné nesrovnalosti v pouZité symbolice.

Vybér zdrojti, korektnost citaci A - vyborné
Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavani a vyuZivani studijnich materidl( k reseni zavérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radné
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odliseny od vlastnich vysledki a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

Autor cerpa z 27 zdrojd, norem, patentt, katalogovych listti a knih. Autor cituje zdroje v textu.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zavérecné prdce, napf. k urovni teoretickych vysledki, nebo k trovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystuplm, experimentdlni zruc¢nosti apod.
Vlozte komentar (nepovinné hodnoceni).

I1l. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni.

Prdce je na vysoké urovni, logicky délené kapitoly popisuji nékdy i nad ramec klasického rozsahu problematiku
ndvrhu DC-DC ménice a velmi podrobné se vénuje samotnému srovndni technologii SiC a Si. Na mnoha
provedenych mérenich ukazuje hlavni vyhody (a nevyhody) jednotlivych technologii, které ctendre upozorni na
mnohd uskali, kterd pfi aplikaci SiC je nutné brdt v potaz.

Prdci pokladdm za velmi zdafilou, pro potencidlni ¢tendre a aplikacni pracovniky velmi prinosnou, doporucuji ji
k obhajobé a hodnotim ji klasifikacnim stupném A - vyborné.

Datum: 31.1.2020 Podpis: Ing. Vladimir Jani¢ek, Ph.D.
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